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 چكیده

برای کاربردهای قابل کاشت  LDOسازی رگولاتور ولتاژ خطی از نوع هدف اصلی این تحقیق طراحی و شبیه

به این دلیل که داخل  همچنین سطح تراشهبه طوری که توان مصرفی آنها بسیار کم باشد و پزشكی است 

کم شدن جریان در رگولاتور نیازمند  شوند، باید بسیار کوچک باشد. کم کردن توان مصرفیبدن کاشته می

پایداری  دهی رگولاتور به تغییرات بار و همچنینباشد که به دنبال آن، سرعت پاسخمیورها ترانزیست

گذارد. بنابراین کاهش توان مصرفی اثر منفی بر روی عملكرد رگولاتور میگیرند؛ ولاتور تحت تأثیر قرار میرگ

ها شامل اند. این روشدر نتیجه برای جبران این اثر، چندین روش پیشنهاد گردیده و مورد بررسی قرار گرفته

هایی سازی فرکانسی، روشبرای جبراند. باشگذرا میانسی و پاسخ حالت سازی فرکهایی برای جبرانتكنیک

 LDOپایداری رگولاتور سازی، با تولید صفرهای سمت چپ پیشنهاده شده که علاوه بر کاهش خازن جبران

کردن نرخ چرخش و همچنین ارنحالت گذرا مدارهایی برای بهبود و متق همچنین برای بخشند.را بهبود می

د، باشهای قابل کاشت، باتری میستمکه منبع تغذیه برای سیاند. از آنجاییشدهای باند طراحی افزایش پهن

ها بازده توان و نیز بازده جریان بالایی داشته باشند تا عمر لازم است تا رگولاتورهای مورد استفاده برای آن

هایی که برای بهبود ها هرچه بیشتر افزایش یابد. بنابراین سعی شده است روشباتری و زمان کار این سیستم

ن تأثیر را در جهت با استفاده از حداقل توان بیشتری گردد،پاسخ و رفتار رگولاتورهای ولتاژ پیشنهاد می

 ها داشته باشند.های آنافزایش قابلیت

-اند و نتایج شبیهسازی شدهطراحی و شبیه   nm CMOS 90در نهایت مدارهای پیشنهادی در تكنولوژی

پاسخ رگولاتور ولتاژ را به  ،های پیشنهاد شده با مصرف توان بسیار کمیدهد که تكنیکیها نشان مسازی

قابل کاشت و کم توان مورد های توانند برای سیستمبخشند و به خوبی میای بهبود میحظهطور قابل ملا

برای باشد. هادی میو تنظیم بار از خصوصیات بارز هردو رگولاتور پیشن بهبود تنظیم خطاستفاده قرار گیرند. 

-میلی 050ولت، ولتاژ خروجی رگولاتور به  2/9ولت تا  1/0به ازای ولتاژ ورودی دو ساختار پیشنهادی، هر

و  2برابر با برای رگولاتورهای پیشنهادی اول و دوم به ترتیب های نشست بدترین زمانشود. ولت تثبیت می

-میكروآمپر می 8/9و  05/9ها به ترتیب تغذیه برای آن میكروثانیه بوده و جریان کشیده شده از منبع 6/9

 باشد.برای رگولاتورهای موردنظر میوات میكرو 6/9در حدود  معادل با توان مصرفیباشد که 

 :کلمات کلیدی

-جبران توان مصرفی پایین،، کاربردهای کاشت پزشكی، LDO خطی، رگولاتورهای ولتاژ رگولاتورهای ولتاژ

 گذرا. سخ حالتسازی فرکانسی، پا
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 Centeral Processing Unit (CPU) واحد پردازش مرکزی
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 Off-Chip Capacitor خازن بیرون تراشه

 On-Chip Capacitor خازن درون تراشه

 Phase Margin حاشیه فاز

 Bandgap Voltage Reference مرجع شكاف باند

 Line Regulation تنظیم خط

 load Regulation تنظیم بار

 Power  Supply Rejection Ratio (PSRR) میزان حذف ریپل تغذیه

 Reference Volatage Drift تغییرات ولتاژ مرجع
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 Current Efficiency بازده جریان

 Source Follower سورس پیرو

 Wireless Brain Data Acquisition System سیستم اکتساب اطلاعات بدون سیم از مغز

 Wireless Power توان بدون سیم

 Far-Field Controler کننده میدان دور کنترل

 Power Conversion Chain (PCC) انتقال توانزنجیره 

 Resonance Tank تانک رزونانسی

 Inductive Link لینک القایی
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Abstract: 

 

The main goal of the presented research is to provide solution to design LDO resolutions for 

implantable biomedical applications, so that power consumption to be low and chip area of 

the regulator should be very small because of implanting within the body. 

Reducing the power consumption of the regulator needs to decrease the transistor currents of 

the voltage regulator. So decreasing of the power consumption certainly have destructive 

effects on the regulator performance. To alleviate these effects, a few techniques have been 

proposed which include frequency and transient time compensation schemes in the transient 

state, some techniques have be designed for enhancing slew rate and increasing bandwidth. 

For battery operated and implantable devices, power management systems have to be 

designed in a way to dissipate less power and extend the life of the battery and consequently 

the operation of the device. Herein, the method introduce to boost the regulator performance, 

consume low power and do not degrade the power and the current efficiency of the regulator. 

Finally, the proposed have been design and simulated in 90nm CMOS process and the results 

show that having low power nature, the utilized techniques improve the response of the 

regulator considerably and could be used in the low power implantable biomedical devices. 

The worst case recovery time for two architecture which have be implanted 90nm CMOS 

process, are 2 and 1.6 µs and the ground currents for them are 1.75 and 1.8 µA, respectively. 

The power consumption of both regulators are about 1.6 µW. 
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